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白金族元素及び Mo に対する収着性能に優れるフェロシアン化アルミニウム（AlHCF）の合成条件を再検

討した結果と、単一金属イオン（Mn, Co, Ni, Y, Zr, Mo, ニトロシル Ru, Rh, Pd, Cs, Gd）に対する AlHCF、

FeHCF、MnHCF、CdHCFの収着試験結果から推察される共収着による収着性能向上について報告する。 
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1. 緒言 高レベル放射性廃液（HLLW）中の白金族元素のガラスメルターへの沈積や Mo 酸塩によるイエ

ローフェーズの形成は、ガラス固化体の発生量増大を招いている。我々の研究グループは、これまでに、

多種のフェロシアン化金属を用いた模擬 HLLW からの収着試験を行い、AlHCF が白金族元素（Ru, Rh, Pd）

と Mo に対して高い収着性能を有することを明らかにし、HLLW から白金族元素と Mo を分離することに

よるガラス固化体の高品質、高減容化を目指している。本発表では、AlHCF の更なる高性能化と収着特性

の解明を目的に、AlHCF の合成条件の再検討及び模擬 HLLW に対する収着試験の結果および AlHCF、

FeHCF、MnHCF、CdHCFを用いた単一金属イオンに対する収着試験結果について報告する。 

2. 結果と考察 AlHCF の合成条件の再検討を行った。反応時の温度を 0、25、50℃の 3 条件、反応後の乾

燥温度を凍結乾燥、25、75℃の 3条件とし、計 9 通りの条件で AlHCF を合成後、7 成分模擬 HLLW（Fe, Mo, 

Ru, Rh, Pd, Cs, Gd, 各 1 mM）を用いて収着試験を行った（固液比：20 mg/10 mL、室温、24時間振盪）。乾

燥温度の違いにより収着性能の差が見られ、凍結乾燥を行った AlHCF は、Mo、ニトロシル Ru、Rhに対す

る収着性能（室温合成では、それぞれ 62、23、29%）が、他の乾燥方法と比べて約 5～10%向上した。 

10 mM の単一金属イオンを含む 1.5 M 硝酸水溶液 10 mLに、フェロシアン化物 20 mgを加え、室温で 96

時間振盪することにより収着試験を行った。Ru に対しては、AlHCF、CdHCF、MnHCF が比較的高い収着

率（約 75、62、74%）を示した。一方、FeHCF は低い収着率を示した（24%）。Rh に対しては、全てのフ

ェロシアン化物において、低い収着率を示した（0～5%）。Pdに対しては、AlHCF と MnHCF が中程度の収

着率（60%、55%）を示し、FeHCF と CdHCF は比較的低い収着率を示した（37、33%）。Mo に対しても全

てのフェロシアン化物において低い収着率（約 10%以下）を示した。これらの収着挙動は、7成分模擬 HLLW

を用いた AlHCF の収着試験結果とは異なり、多成分溶液と単一溶液では、収着挙動や収着機構が異なる可

能性が示唆された。AlHCF の多成分系の収着では、白金族元素（Ru, Rh, Pd）等の収着によって、AlHCF

の電荷状態や構造が変化し、Moに対する収着性能が向上している可能性が考えられる。 
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